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Популярные материалы


Конвертер СТВ

Используя трансформатор от телевизора...

ChipNews - #3, 1999. Содержание.

















Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!
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Историческая справка



   
В 1963 г. Дж. Ганн установил, что если в монокристаллическом 
образце из арсенида галлия или фосфида индия n-типа создать 
постоянное электрическое поле с напряженностью выше некоторого 
порогового значения, то в цепи возникают спонтанные колебания 
силы тока СВЧ-диапазона. Позднее Ганн установил, что при 
напряженности поля выше пороговой у катода формируется домен
сильного электрического поля, который движется к аноду со 
скоростью примерно равной 105 м/с и исчезает у анода. Когда домен
формируется, сила тока в цепи уменьшается, при исчезновении домена 
сила тока возрастает. Таким образом, в цепи возникают
периодические колебания силы тока.



   
В этом же году Б.К. Ридли высказал идею о том, что доменная 
неустойчивость должна появляться в полупроводниковом образце, если
на его вольт-амперной характеристике имеется участок с отрицательной
дифференциальной проводимостью N-типа. Такой вид вольт-амперная 
характеристика будет иметь, если при увеличении напряженности поля
скорость носителей либо их концентрация уменьшаются. Б.К. Ридли,
Т.Б. Уоткинс и С. Хилсум показали, что в GaAs и InP n-типа скорость
электронов должна уменьшаться с ростом напряженности электрического 
поля, когда она превысит некоторое пороговое значение, достаточное 
для того, чтобы обусловить междолинный переход электронов из нижней
долины, где их подвижность велика, в более высоколежащие долины 
зоны проводимости, в которых подвижность электронов резко снижается.
В 1964 г. Н. Кремер указал, что все основные 
закономерности эффекта Ганна могут быть объяснены на основе 
механизма Ридли – Уоткинса – Хилсума.
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